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１．概要（Summary） 

Silicon-On-Insulator(SOI)基板上にシリコン光導波

路を作製した. SOI基板を劈開させることで, シリコン光導

波路の端面を形成した. 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・125kV 電子ビーム描画装置 
・シリコン深堀エッチング装置 
・プラズマアッシャー 
・ダイシングソー 
 
【実験方法】 

20 mm 角の SOI 基板にレジストをスピンコートし

125kV 電子ビーム描画装置によって導波路のパターンを

描画した. 
続いて現像を行いシリコン深堀エッチング装置によって

シリコンをエッチングすることでシリコン光導波路を作製し

た. その後, プラズマアッシャーによってレジストを除去し

た. 

ダイシングソーを用いて, 導波路を作製した基板の劈

開を行った. 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

125kV 電子ビーム描画装置およびシリコン深堀エッチ

ング装置によって作製した導波路の光学顕微鏡像を Fig. 
1 に示す． 

ダイシングソーを使い, SOI 基板を劈開を行うことで

Fig. 2 の挿入図のように切り分けた. その結果, シリコン

光導波路の端面の形成に成功した. 端面の光学顕微鏡

像を Fig. 2 に示す. 
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Fig. 1 Optical image of Si optical waveguide. 

Fig. 2 Optical image of SOI after cleavage. 


